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１． の ， ，  
Si ， ス用材料

として 期待される 合 の で る。 ，

Si を スとする スが 用いられて

いるが，さらなる 性能 な スを 発

する で， 性的に 界を ている。Si の る

の で H Si ッ が  ， 電界が

 m で り，Si に て れ れ ， の

を している。これらが す り，Si を用いることによ

り Si に てより で な スの実用

が で り， や電 の 用が でい

る。 
Si の ク成 ， 的に 法で る 法 改

法 により れている。 の に Si
料を れ， 部に 基 を し，

 で することによ て 料を させて

に H Si を成 する。この 法で の H
Si が されている 。し し， 位に 表される

が ， の いこと ら，より

質 な Si の研究 発が とな て

いる。 
で，Si の 成 に する研究が に で

発に れている。 o S  So io  ro SS 法によ

る 成 により， 基 ら がれる 位な

の を で ， 法より 質な 成

が 能とされている。 SS 法による Si 成 の

で す。 的に， を させ，成 を

る目的で，Si に r や i な の を

た 成 が れて り， 大 ， 大成

 mm の 成 が実 されている。また，表面

を に成 するために， 制御 に て Si に
 の r を した ，Si r と す に の

を した 成 が れて り， を することで

で る ことが されている。 研究 に い

て ， のための が 成 に

る に いて を めている。 

． による 結晶成 の と  
SS 法による Si 成 ， 法に 表さ

れる 成 法やフラックス法に 表される 成 法と

して， めて な 法で るとい る。 a  に，

法， SS 法による Si 成 ，フラックス法の をま

とめて す。 な として ， る を用い

て り，る の のが Si 成 の 質となる で

る。 法や 的なフラックス法で ， や と

しない， し めて 性の いる を用いること

が で る。これに して， SS 法による Si 成

で ， る を し 的に させ， 質で

る を させている。これ ， の 質で り

で る Si を で るる がな Si 成 で用

いられる ラス ，Si 成 の で する

ため さない ，また， しないる を用いたとして ，

ら を 質として で 大 の を ること

がで ず，生 が がらない らで る。 
よ て， SS 法による Si 成 で ，る らの

の を 的に い， の の ， して
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での を とした Si 成 を 的に

が る。 で， 成 期に いて の

がる の により に ま て ることが

られ， が こることが される。 
で， 子 ， に 成 を

スとして で る。Si 成 の 合， 子 の が

成 の 質を めている ことが て り， め

て な スで る。 質な を るために ，

子 に が る を さ した で，

の ックを やや での 子 をし， の

が り されないよ に と 表面の に

成される ス スの を しながら が る。

SS 法による Si 成 に いて 子 が とな

るが，  の で れる 成 に いて

を しながらの 子 による 表面の

を ， の 位に しない Si の を

発する。よ て を せずに， ラック ックスの

での 子 が となる。 の る

で 表面 の 子 により 成 が されるが，

の が めて となる。 i に 制御に

して される の の と， の で

子 した 合の成 期の を す。 の に

して，Si や が した で の が まり，

の に て に すると られる。 して，

成 に して ら る が した に

に する に すると される。 れに して，

の での 子 ックによる

の が され， に して らの 子 な

成 に ながる。 成 の に基 いて ると，

が に する に 子 を い， 表面を

ず に ックさせた に 成 を ことが 的

で る。このよ な 的な 子 を実 するために，

SS 法による Si 成 で 成 に いて

が に する tsa を る が ると た。 
研究で ， SS 法による Si 成 の 子 の

を することを目的として，Si r を と

してる らの の を 用した

による の と実 の 成

での の実 を い， が に

する tsa を した。また， の での 子

による Si 成 表面の 質に いて ， を た。 

． の の と の  

１ の の  
の これまでに に された研究

がない。 ，S R の 成 用

フ で る Sim を用いて した。 Sim よ

らの ク 成 用に して 発された フ

で り， で な 成 の

， や の ， 界面 ，

な の が 能で る。 
まず，実 に用いる の 成 よ の

部の構造を し， 部材 とに ， 等の

性 を た。Si ， ， 材の 性 Sim の

ス や で用いた を にした。 子

をすることになる 表面の が  となるよ

に した に 成される ， の を

の の 発 とした。 i a に の

を す。 
の を で，Si r を用いたと

の での 位面 よ 位 たりの

を 界 として用いた。

 m s の で り， によ て

的に する 。 i a の 発 に いて， が

なる る の ら が に基 い

て し，る に 成されている に て

を 成する を， の で した。 
i ， 成  で られた ， ，

， の で る。 の よ
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ク を して り， に する

を している。 る に いて ，

に て 部の が な てい ことが

た。これ ，る ら した が ク

に て 部に されていることを している。 られ

た ら， を させ， 成 を よ

になる 表面 る となる位 の を

したとこ ， に して して が

することが ら にな た。この の に いて

にて す。な ， の で ， を

していないため， に して を

て な する とな ている。 

 の と 和 の  

 る Si r の の さま

まで り， i a i ， ai o ，H らによ て

 a の が されている。これらの に ら が

り， 用する によ て が に する に

が生 る。 こで 研究で ，実 の Si 成 で

の の を る ， を して

の実 を みた。 
i に 研究に る SS 法による Si 成 の

を す。 る に Si r となるよ に を

し， よ 材で構成される

で した。 として    mm の H Si 基

の 面を用い， 子 に の  mm に し

表面の に るよ にした。 が 成

に して ら 子 を い， 成 を した。

で 子の りに  mm，  mm の

の を用い，これを成 の

で させ， によりる の表面

の を し， に 表面 ら り して した。

に した の を 法により

した。 

i に で たる の の

と，  に の を て した Si r
の の実 を合 せて す。さらにこの で

されている の す。 により，る

の に して する が された。

， の実 と に  a で た。

この が ai o らの と い とな たこと

ら，  での Si r の を  a と した。

のよ に た の tsa ，  の

に たない い で ることが された。これ ，

る らの の が ， の や に

よる により， 部まで なり 期に が

とな て に していることの とな た。な ，

i にて に いて が  a されて

いる。これ ，  に する の， が し め
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た よりる ら の が こ ていることを

している。これを すると， 成 の実 の

が に する ， られた と実 ら

られた の より さらに なる ずで

る。 

． 和 の による 結晶成

の フ ロ ー 
i の に した にて， SS 法で Si 成

を た。 の の成 を  とし，

i の ii より と ii の に

子 を た。 の成 の に を ら り

し， した。 ら り した に，成 した 表面を

学 により した。 
i a  の に 子 した

表面の を す。 に成 していることが る。

この の表面の 学 を i に す。 の

る 等 の 的なス ッ 成 が された。

ら ， が の で したことで， ッ

クが こ て り， の ら Si が成 したこと

により， 的な成 がで ていることが された。 ，

i  に 子 して成 した 表

面の で る。 で 子 した i a と して

な が目 。この の表面の 学 を

i に す。 i に されるよ な等 なス ッ

されず，表面 れていることが た。

i a の と ると の が し，

に しているとこ で 子 が れて り， の

ックが な ら が成 したことにより，

表面 れが生 ていると られる。さらに した

で ， 面に の 位と なる が

する とな た。これ ， の が に

して となり， に したことにより

が 表面に 成された で 子 された で

ると られる。 

の ら， SS 法による Si 成 での 子

， 成 な が に する

ことに基 いて， の の なり 期に ことが， 質

の を るために で ることが た。 

． とめ 
研究で ， 子 の を することを目

的として， SS 法による Si 成 に るる ら

の の を 用した の と実 の

成 での の実 ら， が

に する を し， の での 子 による

Si 成 表面の 質に いて した。 の

で ，る の に てる らの

の が こり， ク に て 部に さ

れることを した。る 表面に いて ，

に して 的に が することが

た。 ，実 の 成 に るる

表面の  で  a とな た。この が

この に する で ることが され，この部

の が に するまでの で る

ことが た。 の ，すな での 子

で の ックを たス ッ フ 成 とな

り， の 子 で の る れた表面とな

た。よ て， 成 に する の

での 子 が 質な Si を るために で るこ

とが た。 
らの 成 に る 子 ， の が

とな て ら い し， の 子 を に

ことが とされている。これ ， とし て な

を し することを とと に，成 に

まる の 質をより い のにするためにとられる 法で

る。 で， 研究で した SS 法による Si 成

で ， と してい の の に

する の での 子 が， での 子

質な を るために 的で る。このこと ら，

を用いた 法に 表される 成 と SS 法による

Si 成 で ， 子 の を  に る

が ると することがで る。 
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